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Tabla 2: Ganancias. Rc, Re, Rd y Rs representan las resistencias externas conectada al colector, emi-
sor, drain y source, respectivamente. Si mas de una resistencia externa esta conectada al terminal,
debe usar la resistencia equivalente.

Configuración BJT FET
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Tabla 3: Resistencias equivalentes, vistas mirando al terminal según indican las dos figuras de la
derecha. No todas las resistencias externas tienen que estar presentes.

Terminal expresión

Colector ROC = Rc∥ (rO(1 + gmRe))

Emisor ROE = Re∥ rπ+Rb
β+1 ∥rO

Base RIB = Rb∥ (rπ + (β + 1)Re))

Drain ROD = RD∥ (rO(1 + gmRS))

Source ROS = Rs∥1⧸gm
Gate RIG = Rg
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